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Estudo da formacio de quantum dots de InAs em silicio por implantacio
ionica
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Nanocristais de compostos IlI-V, imersos em uma matriz semicondutora de maior largura de banda, sido de
grande interesse para dispositivos optoeletronicos, ja que o intenso efeito de confinamento quantico desses
materiais possibilita ajustar sua emissao de luz através do controle dos tamanhos dos nanocristais. A técnica
mais utilizada para produzir tais nanoestruturas ¢ epitaxia por feixe molecular (MBE), mas outra técnica bastante
utilizada é a combinagao de implantagao ionica com tratamento térmico.

Nesse trabalho, estudamos a formagéo de quantum dots pela implantac¢io sequencial de As e In em Si (1 0 0)
seguido por tratamento térmico rapido (RTA) das amostras implantadas. Dois conjuntos de amostras foram
produzidas com fluéncias de 2x10" cm?e 5x10'° cm™. As espécies foram implantadas a uma temperatura de 500
°C com energias de 250 keV para o As e 350 keV para o In. As amostras foram tratadas termicamente com
diferentes temperaturas e por diferentes tempos a fim de otimizar a emissio de luz dos nanocristais em silicio. A
caracterizacdo optica foi feita por espectroscopia de fotoluminescéncia e a caracterizagdo estrutural das
amostras foi feita por espectrometria de retroespalhamento Rutherford canalizada (RBS-C), microscopia
eletronica de varredura (SEM) e microscopia eletronica de transmissio (TEM).

Apds o tratamento RTA, foi observada a formagdo de precipitados e um forte aumento na intensidade da
fotoluminescéncia. Pela anilise de RBS, podemos observar a remogio dos defeitos causados na matriz de
silicio em fun¢ido da temperatura de RTA, bem como a perda das espécies implantadas por difusdo durante o
RTA. Observamos que para as amostras implantadas com uma fluéncia de 2x10" cm?, obtivemos a melhor
remocao de defeitos, maior intensidade de fotoluminescéncia e nenhuma perda por difuséao foi observada para
as espécies implantadas.
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